











































































































































































































































































































































































































































































力線の割合をｑ、真空中を通過する割合を( 1 -q )とすると、マイクロスト
リップ単位長あたりの容量‘Ｃは、、er=1の場合をCoとすると、次式で与えら
れる。
C＝｛1十q ( er - 1 )j CoΞε。がＣO ( 1. 6 )



































　誘電体損失αａは( 1.3 )式中Ｇの成因であり、Ｇ＝q（ωerCo ) tan∂と表わ
される。ここで、加δは誘電体損失、ωは角周波数である。Ｇと( 1.3)(1.7)
式より、ａａは次式となる。









































































































































































































































































































































クェン酸（Ｃ６ Hg ０７ ・Ｂ２ ０ ）　　2 9gr
クェン酸カリウム（Ｋ３ CeHsOT ・２Ｈ２０）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　１ ８ 6gr




























































　　( 0 SM 24 4-4A)
（ＶＳＷＲ）は、Ｘバンド( 8.0～12. 4 GHz )で1.2以下、0SM2 2 0-
822 6は、1.3以下であった。







































































　　　　　　　　　　　　( 2. 1 )
　β４く1 ( i. e. £l≪λ／2π）とすれ



















　このとき、低域通過フィル’タのカットオフ周波数/ｃ　は( 2. 5 )式で与えら
れる。



















z,　= - jZo ｃｏｔβと１　(2. 6)


































( 2. 1 1 )
( 2. 1 2 )
( 2. 1 3 )
　前述のごとく、マイクロストリップでは、電界はＺ方向にしか存在しない
（ＴＭ・１．モード）ので、
Ｅ 一一 Ez i z
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( 2. 1 5 )
( 2. 1 6 )
( 2. 1 7 )
( 2. 1 8 )
( 2. 1 9 )
　ここで、ｋこ=ωゾ‾戸i‘である。( 2. 1 9 )式の解は次式で与えられる。
　　　Ｅ　＝ａ十。Ｊ。（ｋβ）ｅ土j”　　　　　　　　‘　　　　( 2. 2 0 )
　　　　　　　　－












( 2. 2 1 ) ( 2. 2 2 )式より、次式を得る。
　　Jm ( k K )こｏ
： ： ・ １６－
( 2. 2 1 )
( 2. 2 2 )







( 2. 2 4 )






























( 2. 2 7 )
( 2. 2 8 )
今、ａモードについて考え
( 2. 2 9 )




































































































































































































↑こ。^― 2.9 m、w= 0. 5 2 ra、































































= 2500ガウス、直径5. 2 mの















































＝　ais ｅα（゛ｏ十゛ＬａｊωＬｔ）・ｖｓ皿ωst ( 2. 3 2 )
　ここで、α三石訟７、ωｓ、ωＬはそれぞれ信号周波数、局発周波数である。
( 2.3 2 )式の回ωＬtを含ひ指数関数は、変形ベッセル関数io (avL )、
I, (avL ) ･････　を使って、フーリエ級数に展開できる。





八　一瓦 11 / Io
八十五 11 / Io
2八一八 12 / Io
2八十八 12 / Io
　　　　　　　　　　　( 2.3 3 )



























































































































































































































　1十(２７吋)2 ・c2 ･ RJ･Ｆ(ｘ)2
　　２πｙ･ｃ・(１－Ｆ(ｘ))
１十(2π/)2 ・c2・Rj･Ｆ(勾２
























































アドミッタンスは、( 3. 4 )式で近似でき､る○’　　　　　　　　　　‥
　.発振の生起過程は、この大信号アドミッタシス特性から、次のように説明で
きる．　　　　　　　　　　　　　卜　　　　　　　　　　づ≪
　まず、バイアス電流を大きくして、I Qm ｌ ＞ＩＧＬトな.る条件を満足させ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　a- ---･「●-一一-~「一一I｀l」“･｀･｀“｀=･‾♂...6●ふｰ-」-･g･=ﾐ｀･’●・ -4-　･･･¶■■･･･-･-=&･¶･-
る．このとき、雑音から、（3.6）式の周波数条件を満す特定の周波数の振幅











Ｇｄｖ！ ( 3.7 )





































































































































































































































ｙ ( 3. 1 1 )
　∂（/）＝ﾉﾝ‰－1、ａ＝ム/h -1とおき、ＱＥが十分大きく、∂（ｊ）









( 3. 1 2 )
( 3. 1 3 )




























( 3. 1 4 )




lQdl> Ga･g(/+) > Qa ･ｇ（か） ( 3. 1 G )
　という関係が成立している。このとき、発振振幅の成長度合いの差によ
りムモードだけの単一モード発振を得るのが3. 2. 2で述べた安定化法




















































( 3. 2 0 )
３。３．３　単一モード発振条件
　次に、ＧＪバランシエ・ダイオードを用いた場合を例にとって、単一モード
発振条件、( 3.1 7 )式を満足するGdおよび空胴Ｃの条件を検討する。今、
発振周波数10. 5 GHz で、３～５程度の安定度Ｓを得る場合について考える。


































より0.4～0. 5 misほど大きくすれば、バイアス電流値5 0 mAに至るまで単
一モード発振( 3. 1 7 )式が満足され、不要モードでの発振は確実に抑圧され
ることがわかる。
　このような条件を実現するための回路条件を次に検討する。( 3. 1 2 ) ( 3.
































































































































( 3. 2 4 )
3. 3, 4 共振器Ｃのそう入損
　共振器Ｃの付加による発振モード（ムモード）での規格化コンダクタンス




















( 3. 2 2 )

















































































































　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　( 3.2 6 )
　ここでpTは全回路で消費される電力、PI.は負荷に取り出される電力であ
る。gT(/o)は、３．。３．３節で述べたように、（ゐ一五）が大きいほど、




















































































































































































































































































































































































































































































































































































/?-1 - j ２Ｑｏ∂
β＋1十ｊ ２Ｑｏδ
- 65 ―







( 3. 3 3 )




　　( 3.3 5 )
2 VK(t)Vs(t)と
( 8. 3 7 )

















　　　　－Ａ、Ｑ．δ〔１十kVN(t)〕･鼎φｎ　　　　　　　　　( 3.3 6 ）
　位相諏こより、妬こー÷とすれば、|kvN(t) I≪1であるので、
( 3.3 6 )式は次式になる。
　　り＝Ａ、Ｑｏ∂























































































ム《rf9.5GHz、ふ= 10.1 GHz、/c = 9.35QHz、


























































































.jf . .･･.、･●’ぷ｀:-‥.･’･･ ･l..j:・
≒∧･、l･.j｛；‘li｀ヽし、゛ｙト;
















L r ● － 』 ･ f 吼 - - j l















- ･ ‘ ● ● ● ミ ･ ｆ - ● 〃 ● ･
( 3.3 9 )
( 3. 4 0 )
であるので、























































































( 4. 1 )




















































- ±ωｄｔ） ( 4.5 )
































( 4. 8 )



































































































( 4. 1 1 )
　ここに、B(/')は共振器Ｂの正規化サセプタンスである。所望の発振モード
（/＝/oQ=り11）では、Yl = 1であるので、( 4.1 1 )式は、















( 4. 1 3 )
( 4. 1 4 )
となる。 gL（几）の値は、∂の値によって１の前後に周期的に変化するので、
Qb(/u)の値も∂の値によって周期的に変化することが分かる。














































































































このとき、ムーモード発振周波数は8. 75GHz±15 Mllz 、みモード発振周




























ると、最小検出感度S ( dBm )は、次式で表わされる。




























































































































































































































































































1 + 2rfiM( 2β＆十∂）十ｒ２
　　　　DSC 一面
図５－５　動作解析の7こめの等価回路
( 5. 1 )




　　　Et = Ao(G)･ａωｔ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(5.3 )









　　　Ｅ１＝ηＡｏ（０）＆（ωｔ－β△石､）　　　　　　　　　　　( 5. 5 )
　ここにηは、ＥＴのうちディ･テクタに注入される割合を示す。（η≪　１）物
体が速度zﾉで時間ｔだけ移動すると、ぷoはぷｏ土ｄと変化する。そこで、
( 5. 1 )、(5.4 )、( 5.5 )より、ディテクタで検出されるドップラ信号成分Ｅ９
は、次式で表わされる。











( 5. 6 )式の第一項、第二項は互いに逆位相で加えられることが分る。























































































としているので、変換器の中心周波数は1 0. 5 QH z付近に設計し、方形導波管
はこの周波数で一般的なWRJ －１０（２ ２．９〉く10. 2 M )を使用し7こ。ま7こ、
ダイポールアンテナ給電用不平衡ストリップ線路の特性インピーダンスは、引
出線と同じ5 0 ､12とし、アルミナ基板はＬＱＳ発振器との一体化を考慮して、





さｂを、4. 5 w (約1／4波長）に固定し、寸法ａを変化したときの入力側
VSWRの変化を示す。最適値はa = 7. 0 Mであっ7こ。整合スタブを用いれば、






























































































































































は、( 5.7 ) ( 5.8 )式より、
















G = Go + Gl
（5.10）





























































” W - W .り1べ叫;‥‥‥‥‥‥‥‥
　　　１－|･u万叫llヽ
s　ｓ 10011a　120 130 KO 150　･60 170　11a l・11200.‥1･.･･.’－･･"■･' 250



















































































s一一･94 A= 18.8 mm
ｏ一一ｏ A= |7.0mm







































































　図5-26から、( 5.1 2 )式を使って計算し7こアンテナ利得は約10 dBで
あっｱこ。また、逆方向放射はほとんどみられなかった。

















　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　( 5. 1 3 )
　10.5 25GHZにおけるＧＴと、物体の断面積は、図5-29のように関係ず
けられることが知られている。4) 81)今、物体を人間と仮定して検知範囲を求
めてみる。図5-29より、Qt = 41 ｄＢである。また、ドップラ周波数を
１５０～１０､０００ Hz 、放射電力を１０ ｄＢｍ、検知に必要な入力信号レベルを
雑音レベルの10 dB以｡上つまり、Pin= - 90 dBm とすると、許されるα８
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　故に、( 3. 1 4 ) ( 3. 1 5 )式が誘導できる。
A. 1.3　に１２ ４ 八a 2 5 )式の誘導







　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　( A. 5 )














































































































































































i = i + l
ｉ＜Ｎ
S TOP
END
VG,NE.
GPM,
GTOT,D ,
FDASIUNE) ,
GVALi
QCO'-'P I
YES.
YES.
????
PUNC:関数サププログラム
TJNC　：
ＦＵＮＣ：
???
ＬＱＳ発振器電子同調数値解析フロー・チャート
　　　　　　－185－
?
FO
FA
FB
FCl
FC2
QA
QB
QG
CU
Cv
記号の意味
　；共振周波数計算時の初期値
　;ザＡ
　;ザ８
　；yｃの下限
　；μの上限
　; =Qa
? ? ?
? ? ?
? ?
＝ＱＢ
＝Ｑｃ
＝ｋ
；　＝kｖ
DFC　　；μの増分
FH
FL
MODE
Ｎ
CMA 1
CRUR
??????
F 1
FC
NE
QoSA
??
??
＝八
＝八
；八ｍｏｄｅ（o）、エｍ。de(2)
; data数
；結合共振器勿しｍ。ｄｅ等価容量
；　　　ｚ〆　　エｚ/　　　、タ
；　　　”　の等価容量
；　　　”　　の共振周波数
　（八〇ｒム）
;ザｃ
；共振周波数計算時の引数
; Newtoij Laplace法、根
　の誤差
FDASH(NE) ;共振周波数（計算
　　　　　　　　　途中）
G 1
FDA
QCO
●
９
= Ga
= FDASH(NE)
；結合共振器のＱ。
　（計算途中）
FUNCA;計算途中の変数
DFUNCA;　　”　　　〃
ABSV(NE) ;計算途中のFDASH
　　　　　　　　（ＮＥ）の誤差の絶対
　　　　　　　　値
QPM　　；結合共振器の共振周波数
　　　　　　でのコンダクタンス
Q coup
QVAL
QTOT
Ｄ
；結合共振器のQo
；全体のコンダクタンス／
　QPM
；全体のコンダクタンス
；近似の精度
FUNC　； ２重共振器サセプタンス
RFUNC ;
DFUNC ;
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